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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Verfahren zur Herstellung von Sacklochern in einer Leiterplatte 
(57) Zur Herstellung von Sacklochern in einer Leiterplatte 

(1) zwecks Ermoglichung einer Durchkontaktierung zwi- 

schen zwei durch eine glasarmierte Dielektrikum-Schicht 

(4) getrennten Kupferschichten (2, 3) wird jeweils mittels 

eines ersten Lasers (5) ein Loch (6) in eine der Kupfer- 
schichten (2, 3) eingebracht. Anschliefcend wird das Loch 

(6) mittels eines zweiten Lasers (7), dessen Laserstrah- 

lung aufgrund der gewahlten Wellenlange von Kupfer re- 

flektiert wird, vertieft. Schliefclich werden Reste (9) des Di- 

elektrikums chemisch entfernt. 
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Beschreibung 

Um Durchkoniaktierungen bei Leiterplatten mit minde- 
stens zwei Jeweils durch eine Dielektrikum-Schicht vonein- 
ander getrennten Kupferschichten zu ermoglichen, ist es be- 
kannu durch inechanisches Bohren oder mit Hilfe von La- 
sern Sacklocher in die Leiterplatte einzubringen, die durch 
eine der beiden Kupferschichten und die darunterliegende 
Dielektrikum-Schicht bis zu der zwei ten Kupferschicht rei- 
chen. Bei einer anschlieBenden Verkupferung kommt es im 
Bereich der Sacklocher zu der gewiinschten Durchkontak- 
tierung zwischen den beiden Kupferschichten. 

Beim mechanischen Tiefenbohren konnen Lochdurch- 
messer kleiner als ca. 150 um nicht erzielt werden. 

Beim Einbringen von Sacklochern mittels Laser entsteht 
das Problem, daB nach dem Durchbohren der einen Kupfer- 
schicht und der darunterliegenden Dielektrikum-Schicht 
auch die zweite Kupferschicht zumindest particll abgctragen 
wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. mit moglichst 
geringem technischen Aufwand eine hochgenaue Herstel- 
lung von Sacklochern in einer Leiterplatte zum Zwecke ei- 
ner nachfolgenden elektrischen Durchkontaktierung zu er- 
moglichen. 

GemaB der Erfindung wird die Aufgabe durch das in An- 
spruch 1 angegebene Verfahren gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindung sgemaBen 
Verfahrens sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

Mittels des ersten Lasers, z. B. ein Nd:YAG-Laser. dessen 
Wellenlange vorzugsweise im Bereich von etwa 266 nm bis 
1064 nm liegt, wird also ein Loch in die erste Kupferschicht 
der Leiterplatte eingebracht, das bis in die Dielektrikum- 
Schicht reicht. Mittels eines zweiten Lasers, beispielsweise 
ebenfalls ein Nd:YAG- oder ein (XVLaser, mit einer Wel- 
lenlange vorzugsweise im Bereich von etwa 1064 nm bis 
10600 nm wird das Loch bis zu der zweiten Kupferschicht 
vertieft, wobei diese jedoch nicht beschadigt wird, weil die 
Laserstrahlung des zweiten Lasers aufgrund seiner Wellen- 
lange von dem Kupfer reflektiert wird. Da verbleibende Re- 
ste des Dielektrikums auf der zweiten Kupferschicht bei ei- 
ner anschlieBenden Verkupferung zu fehlerhaften Durch- 
kontaktierungen fuhren konnen, werden die Reste des Di- 
elektrikums zuvor chenusch, vorzugsweise mittels einer 
Perrnanganat-Losung, mit oder ohne mechanischem Bursten 
entfernt. Durch anschlieBendes Anatzen der Leiterplatte 
mittels einer Natriumpersulfat-Losung wird in vorteilhafter 
Weise eine bessere Haftung des Kupfers bei der nachfolgen- 
den Verkupferung erreicht. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird im folgenden bei- 
spielhaft anhand der Zeichnung erlautert, die in den 

Fig. 1 bis 4 einen Querschnitt durch die Leiterplatte in un- 
terschiedlichen Stadien des Verfahrens zeigt. 

Fig. 1 zeigt eine Leiterplatte 1 mit zwei Kupferschichten 
2 und 3 und einer dazwischenliegenden Dielektrikum- 
Schicht 4 im Ausgangszustand vor der Einbringung eines 
Sackloches zur Ermoglichung einer Durchkontaktierung 
zwischen den Kupferschichten 2 und 3. Die Gesamtdicke 
der gezeigten Schichtenfolge betragt etwa 50 bis 300 um. 
Die Einbringung des Sackloches soli von der Seite der Kup- 
ferschicht 2 her erfolgen, so daB diese zumindest im Bereich 
des einzubringenden Sackloches freiliegt; an die Kupfer- 
schicht 3 konnen sich nach unten hin weitere Dielektrikum- 
Schichten und Kupferschichten anschlieBen. Die Dielektri- 
kum-Schicht 4 besteht aus glasgefulltem Material. 

Wic Fig. 2 zeigt, wird mittels eines ersten Lasers 5 ein 
Loch 6 in die erste Kupferschicht 2 eingebracht, das bis in 
die darunterliegende Dielektrikum-Schicht 4 reicht. Bei 
dem Laser 5 handelt es sich um einen Nd: YAG-Dauerstrich- 
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laser mit einer zum Abtragen von Kupfer geeigneten Wel- 
lenlange von 355 nm, der im Riesenimpulsbetrieb mil Puls- 
breiten zwischen 1 ns und 1 us betrieben wird. 

Tn eineni nachsten, in Fig. 3 gezeigten Verfahrensschrirt 

5 wird das Loch 6 mittels eines zweiten Lasers 7 bis zu der 
zweiten Kupferschicht 3 hin vertiefL Bei dem zweiten Laser 
7 handelt es sich ebenfalls um einen Nd:YAG- oder einen 
C0 2 -Laser mit einer im Vergleich zu dem ersten Laser 5 
groBeren Wellenlange im Bereich zwischen 1064 nm und 

to 10 600 nm, so daB die Laserstrahlung von Kupfer reflektiert 
wird. Es besteht daher nicht die Gefahr, daB im Bereich des 
Lochbodens Material der zweiten Kupferschicht 3 bzw. im 
Bereich des Lochrandes Material der ersten Kupferschicht 2 
durch den Laser 7 abgetragen wird. Der Durchmesser des 

15 von dem zweiten Laser 7 erzeugten Laserstrahls 8 ist groBer 
als im Falle des ersten Lasers 5, wobei die erste Kupfer- 
schicht 2 mit dem darin ausgebildeten Loch 6 als Blende 
wirkt und auf dicsc Wcisc saubcrc Lochflankcn in der Di- 
elektrikum-Schicht 4 erhalten werden. Wie Erfahrungen zei- 

20 gen, bleiben nach der Behandlung mit dem zweiten Laser 7 
Reste 9 des Dielektrikums auf der zweiten Kupferschicht 3 
ubrig. 

Diese Reste 9 werden entsprechend der Darsteilung in 
Fig. 4 in einem nachfolgenden Verfahrensschritt mittels ei- 

25 ner Penaanganal-Losung unter zusatzlichem mechanischen 
Bursten entfernt. AnschlieBend wird die Leiterplatte 1 im 
Bereich des hergestellten Sackloches mit einer Natriumper- 
sulfat-Losung angeatzt. wodurch bei der nachfolgenden 
Verkupferung eine bessere Haftung des Kupfers an den 

30 Sacklochflanken und insbesondere der zweiten Kupfer- 
schicht 3 erreicht wird. 

Patentanspruche 

35 1. Verfahren zur Herstellung von Sacklochern in einer 

Leiterplatte (1) zur Ermoglichung einer elektrischen 
Durchkontaktierung zwischen zwei durch eine glasar- 
mierte Dielektrikum-Schicht (4) voneinander getrenn- 
ten Kupferschichten (2, 3), wobei jeweils 
40 - mittels eines ersten Lasers (5) mit einer zum 

Abtragen von Kupfer geeigneten ersten Wellen- 
lange ein bis in die Dielektrikum-Schicht (4) rei- 
chendes Loch (6) in eine der beiden Kupfer- 
schichten (2, 3) eingebracht wird, 
45 - mittels eines zweiten Lasers (7) mit einer zwei- 

ten Wellenlange, bei der die Laserstrahlung von 
Kupfer reflektiert wird, das Loch (6) bis zu der 
zweiten Kupferschicht (3) vertieft wird und 
- Reste (9) des Dielektrikums auf der zweiten 
50 Kupferschicht (3) chemisch entfernt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die erste Wellenlange im Bereich von etwa 
266 nm bis 1064 nm liegt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
55 zeichnet, daB die zweite Wellenlange im Bereich von 

etwa 1064 nm bis 10 600 nm liegt. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Reste (9) des Di- 
elektrikums mittels einer Permanganat-Losung entfernt 

60 werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die chemische Entfernung der Reste (9) des 
Dielektrikums durch mechanisches Bursten unterstutzt 
wird. 

65 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterplatte (1) im Bereich des herge- 
stellten Sackloches mittels einer Natriumpersulfat-Lo- 
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sung angeatzi wird. 
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FIG. 2 
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FIG. 3 
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